




















































































































专利名称(译) 存储单元单元，非易失性半导体器件和包括非易失性半导体器件的液晶显示器件

公开(公告)号 US20050051806A1 公开(公告)日 2005-03-10

申请号 US10/930229 申请日 2004-08-30

[标]申请(专利权)人(译) 舛冈富士雄
夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 舛冈富士雄
夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 MASUOKA FUJIO
SAKURABA HIROSHI
MATSUOKA FUMIYOSHI
UENO SYOUNOSUKE

发明人 MASUOKA, FUJIO
SAKURABA, HIROSHI
MATSUOKA, FUMIYOSHI
UENO, SYOUNOSUKE

IPC分类号 G02F1/133 H01L21/8247 H01L27/115 H01L29/768 H01L29/786 H01L29/788 H01L29/792

CPC分类号 H01L27/11556 H01L27/115

优先权 2003315492 2003-09-08 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种存储单元单元，包括：半导体衬底，具有设置在其表面中的源极扩
散层;柱状半导体层，设置在源极扩散层上，并且在其最上部设置有漏极
扩散层;一种存储单元结构，包括多个与第一杂质扩散层介入串联排列的
存储单元;第一选择晶体管，通过第二杂质扩散层的介入连接到存储单元
布置的一端并连接到漏极扩散层;第二选择晶体管，通过第三杂质扩散层
的介入连接到存储单元排列的另一端，并连接到源极扩散层;其中，第三
杂质扩散层和源极扩散层之间的距离大于设置在每个存储单元的相对侧
上的杂质扩散层之间的距离，从而在写入防止电压时​​防止第二选择晶体
管的穿通在源极扩散层和第一杂质扩散层之间施加电压。
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